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U2364 D/U 2365D /s

vorléufige technische Daten

Hersteller: VEB Mikroelektronik , Karl Marx” Erfurt

Die Schaltkreise U 236!‘4 D und U 2365 D sind maskenprogrammierte Festwertspeicher
(ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie mit einer Speicherkapazitdt von

65 536 bit. Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationsform 8192 x 8 bit.
Die ROM-Schaltkreise sind in 28poligen DIL-Plastgehiusen untergebracht.
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Bild 1: AnschluBibelegung und Schaltungskurzzeichen U 2364 D
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Bild 2: AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen U 2365 D

Bezeichnung der Anschliisse:
AP ... A12 AdreBleitungen
D@ ... D7 Datenleitungen
Ugg Bezugspotential
Um Betriebsspannung

CE; CS1; CS2 Chip-Aktivierungseinginge

O Datenausgang-Freigabe
A3 Adressenstrobe
NC . nicht angeschlossen

(kann mit einer Spannung

Bild 3: GehAusesbmessungen
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Kurge ristik U 2364 D und U 2365 D

- maskenprogrammierte Festwertspeicher (ROM) mit einer Speicherkapasitit
von 65 536 bit in der Organisationaform 8192 x B bit '

— im Ruhezustand (standby) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 %,
die Ausglinge aind hochohmig;

. = gur Erleichterung der Zusammenschaltung mehrerer Schaltkreise zu grﬂﬂui'en
Speicherkomplexen sind programmierbare CS5-Einghnge vorgesehen;

— -der U 2365 D hat zusltzlich die MSglichkeit, die Adressen in internen
Latches zwischenzuspeichern.

Funktionsbeschreibung

Die Schaltkreise U 2364 D und U 2365 D sind maskenprogrammierte Festwert-

speicher (ROM) in n-Kanal-Silicon—Gate-Technologie mit einer Speicherkapaszitit

von 65 536 bit.

Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Organisationsform 8192 x 8 bit. Zur

Auswahl des geforderten Datenbytes stehen 13 Adresseneinglinge (A @ bis A 12)

zur ’d’arl__'ﬁsunc. Die Aktivierung des Schaltkreises erfolgt mit dem Eingang CE.

Im Ruhezustand (standby, CE = ) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 % des

im ausgewihlten Zustand nrfnrdsigiuhun Wertes und die Ausglnge sind hochohmig.

Bei CE = U, wird das Chip aktiviert.

Zur Steue des Zustandes der Ausgiénge ist weiterhin der Eingang OE vorhanden.
Bei aktiviertem Chip werden bei OF = U | die Ausgiinge freigegeben.

Zur Erleichterung der Zusammenschal mehrerer Schaltkreise zu griferen Speicher—
komplexen wurden programmierbare CS-BEinglnge (U 2364 D: CS 1, CS 2/U 2365 D: CS) vor-
gesehen. Der Anwender kann vorgeben, bei welcher Belegung dieser Einglinge die Ausglnge

aktiviert werden und somit direkt an diese Einglinge die hiherwertigen Adressenleitungen
anschliefien.

Es ergeben sich folgende Mtglichkeiten:

U 2364 D : U 2365 D
Cs 1 cs 2 Cs
0 0 0 -
« 3 0 1
0, 1 x
1 1
. - R

x = Chip ist bei beliebiger Belegung der CS-Eing#inge mit H- oder 1L-Pegel immer
Iktiﬂ‘rtl

Falls das Chip durch entsprechende Belegung der CS-Einglinge nicht aktiviert ist,
sind die &l;lﬂﬂll hoochohmig. Dabei wird kein Ruhezustand eingenommen (im Gegen-
satz zu . i

Der Schaltkreis U 2365 D hat weiterhin die Mbglichkeit, die Adressen in internen
Latches swischenzuspeichern. Mit dem Eingang AS (adress strobe) wird ‘die Daten—
{ibernahme gesteuert, wobei: bei AS = Uy, die Adressen iibernommen werden und sofort
auf die Ausglnge wirken. Bei AS = U, 'sind die Adresseneinglinge vom Latch ge-
trennt. : :



. Wird beim U 2365 D der AS statisch mit U, baacha.ltet dagn verh#lt sich der
Schaltkreis wie ein U 2364 D, bei dem CS E auf 0 - a.ktiv programmiert ist.

BEs gilt dann Impulsdiagramm Bild 4, Die entsprechenden Zeiten fiir AS in den
dynamischen Kennwerten entfallen.

. Pin 1 kann mit einer Spannung zwischen O V und U beschaltet werden.

Die Einglnge der Schaltkreise sind mit 1ntagrierggn Gateschutzelementen ver— -
sehen. Ausgangsseitig sind die Schaltkreise in der Lage, zwei T‘I'I.—La.sten nder .
8 LS—TTL—Ialtan zu treiben.

Die Beatalluns eines Bitmusters hat nach dem MME-Werkstandard FS 457. 21 zu
erfolgen. Das jawiligu Bitmuster wird durch eine dreistellige Kennzahl ge—
kennzeichnet, die der Typbegzeichnung anzufiligen ist. Die Festlegung der Bit-
msterkennaahl erfolgt durch den VEB MME. Bei der Schaltkreiabeatallung ist
die Bitmusterkennzahl mit anzugeben. _
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Grenzwerte (Spennungen suf U,c = O V bazogen)

Kennwert, Kurzzeichan min. mex. ’ Einheit
Betriebespannung ‘ Uee ~ -0,8 7.0 oW
Fingsngsspannung vy -0,5 7.0 v
Gespatverlustleistung Peot ) 1,0 o
Lagertemperstur 1l;ti © -85 128 %
‘Lestkepezitiht . C, 5, " nF

Stetische Kennwerte (Spennungen suf U.o = O V bezogen, ‘I?. -0 ...7 %)

Eennwert . Kurzzeichen min, nax . Einheit
Betrisbsspannung UI:E 4,76 g,25 ! v
' Betriebstemperstur aﬂ" 1] 70 %
Eingangespennung High Ury 2,0 Uu +0,5
Eingangsapannung Low Ui -0,5 ‘0,8 )
Eingangsstrom Iy Uy =5.28¥ ' 0 - . fwl
Ausgangsstrom ' : Pﬁl OC =High 10 JUA
L , - . I.Iu =Uge
Us "Uce
Statische Stromsufnahme . S T “wy 140 nA
aktiv or
e
Statische Stromaufnahme 't!!' sl 40 nA
standby - 1"‘-? ok i
o
Ausgengsspannung Low Yo :n',_-:.z mA 0,4 . v
Ausgengespannung High ' Ugy Toy=400 ,uA 2.4
Dynssische Kennwerte
Kennwert Kurz- MeBbe- U 2364 D 45/U 2365 D 45 U 2364 D 30/U 2365 D 30 Einheit
zeichen  dingung min. mex. ain. aex .
VerzSgerungszeit t 1) 450 300 ne
Adressen zu D = -
Anstiegs~ und Abfsll- t, it 10 10 us
zeit der Eingengesign. L f-
Verzdgerungeszeit tsvov 1) 450 300 o i
CS zu D y
Verzdgerungszeat t 1) 450 200 ne
HL-Flanke TF zu'D P ; ; '
Verzégerungszeit toLov 1) . 120 100 ns



Kennwert Kurz- MaBbe-~ U 2364 D 45/U 2365 D 45 U 2364 D 30/U 2365 D 30 Einh.
zeichen dln!ung ain. BBX. min . max L

Verzdgerungszeit texoz 1) 0 220 o 180 ns

TS zu D hochohmig

Verzdgerungszeit LH-  ta,.. 1) 0 " 120 0 120 ns

Flanke TF zu D :

hochohmig

Verzégerungszeit LH- t 1) 0 120 ' 0 120 ns

Flanke OE zu D Oz

hochohmig -

Haltezeit D nach t AxDX 1) 0 0 ns

Adressenwachsel

Bereitstellzeit Adres- t, ; 1) 0 0 , N8

sen vor HL-Flanke A5 A

Heltezeit Adressen trHAX 1) 70 70 ns

nach LH-Flenke X5

L=-Impulsbreite AS trLTH 1) 80 80 ns

Bereitstellzeit TE=L t, 4 1) 80 80 ns

vor HL=-Flenke ‘A%

1) Lsst: 2 TTL-Lasten + C, = 100 pF

Flankunin:ting:- und -abfallzeit der Einganpssignele: § 20 ns
Eingengssipgnale: Low = 1,0 V, High = 2,0 v -
Auvsgengssipnale: Low = 0,8 V, High = 2,0 V

Referenzpegel der
Referenzpecel der

Indexbezeichnung: S

c
0
T

= CS

= CF

= OF

= A5

" Adressen gihig
[ E—
C8 gahig

‘wvoy >

-

B8ild 4: Impulsdisgramm U 2364 D

e o PP
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weitere Zeiten wie U 2364 D

Bild 5: Impulsdisgramm U 2365 D

Diisll_ﬂatlnblltt pibt keine Auskunft iber Liefermdclichkeiten und enthslt keine Verbindlichkeiten
zur Produktion. Qie gdlticen Vertragsunterlagen beim Bezuo cer Bsuelemente sind die Typenstandards.
P.:htlvnrhjndlich ist jeweils die Auftragsbestatigung.

- Enderungen im Zuge der technischen Veiterentwicklang vorbehalten Die Behsndlungsvorschriften fir
HOS-Beuelemente sind unbedingt einzuhslten, ds andernfalls eine Reklamstion nicht snerkannt wer-
den kann. : ,
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